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はじめに 

太陽光発電システムの発電量が短期間で大幅

に低下する Potential Induced Degradation (PID) 

[1]は、モジュール表面のカバーガラスからセ

ルへドリフトする Naが、セル内の積層欠陥に

侵入し不純物準位を形成するとともにシャン

ト抵抗の低下を引き起こすことが主要因と報

告されている [2]。また最近では、カバーガラ

ス中の Naだけでなく Si表面の Na汚染が PID

を促進させることも明らかにされた [3]。今回

は、組成が異なる Agもしくは Cu表面電極ペ

ーストを用いたセルに対して PID試験を行い、

PID に及ぼす影響について検証した。 

 

実験方法 

添加物の組成が異なる 5種類の Agフィンガー

電極のペーストを使用してセルを作製した。バ

スバー電極ペーストはAgもしくはCuとした。

バスバー電極用Agペーストは全てのセルで同

じものを用いた。TABLE1に示す計 6 種類のセ

ルをモジュール化して PID試験を行った。PID

試験は、ガラス表面に導電性フィルムと Al 板

を貼り合わせ、Al板から Siセルに対し、-1000 

V の電圧を印加した。試験時の温度は 85℃、

相対湿度は 2%以下とした。PID 試験後、I-V

特性ならびに EL特性を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果と考察 

PID試験前後の photo I-V 特性を Fig. 1 に示す。

劣化度は、(2) > (3) > (1) > (4) > (5) > (6)の順で

大きかった。(2)が大きく劣化していることか

ら、PIDは Naのみならず Bにも大きく依存し

ていることが分かった。また、(4) > (5)から Li

も PIDに及ぼす影響が大きく条件によっては

Na よりも大きな劣化をもたらすこともあるこ

とが分かった。このように、Liや Bのような

軽元素も PIDに影響を与えることが示唆され

た。さらに(1) >> (6)であることから、バスバー

電極に Agペーストを用いる場合よりも Cuペ

ーストを用いる場合の方が PID耐性があり、

バスバー電極を Cuに替えることは低コストか

つ耐 PID技術であることが示唆される。これ

らのことから、電極用ペースト組成で PID耐

性が大きく変わることが明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Photo I-V characteristics before and after PID tests. 
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